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１．概要（Summary） 

近年、高度通信端末、IoT など通信の高度化に伴う高

周波化が目覚しい。SAW デバイスは周波数選別など通

信に欠かせない機器であり、高周波化対応が必至である

が微細線幅制御など、従来材料では限界に差し掛かって

いる。ダイヤモンドは物質中最高位の弾性定数を有し、高

速SAW基板として20年前から研究・実用されてきた。[1]

高 K2材料の ScAlN圧電薄膜[2]を用いた研究が単結晶

ダイヤモンド上で実施され優れた特性が確認され、本研

究では実用を勘案し、多結晶ダイヤモンド基板を用いて

SAWデバイスの試作・評価を試みた。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

電子ビームリソグラフィー装置 

RF スパッタ成膜装置 

【実験方法】 

多結晶ダイヤモンド上にスパッタリングによって ScAlB

圧電薄膜を性膜した。大阪大学微細加工 PFにて、EB リ

ソグラフィによって L&S=0.5 um の微細レジストパターン

を ScAlN /多結晶ダイヤモンド上に作製し、 Al/Cr   

(90 nm/5 nm)をメタルデポ、リフトオフによって電極パタ

ーンの作製を試みた。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

リソグラフィプロセス途中でレジストパターンのすべりや

クラックが発生し電極作製に至らなかった。パターンのす

べりは基板とレジストの密着に問題があるためであると考

えられる。クラック発生の原因は不明であるがパターンの

角から発生している。（Fig. 1）レジストのクラックにメタル

が入り込み、リフトオフを経て作製した電極は反射器と接

続し、通電（ショート）する恐れがある。（Fig. 2） 

 

Fig. 1 Microscope image of resist pattern with 

crack 

 

Fig. 2 SEM image of electrode pattern with 

mul-function metal 
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